
Fig. 1, Isothermal ODLTS spectra 

at the wavelength of 460, 430 and 

425 nm. 

Fig. 2, Fitting of isothermal 

ODLTS spectra at 430 nm. 

Fig. 3, Fitting of isothermal 

ODLTS spectra at 425 nm. 
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【はじめに】 

禁制帯幅以上、あるいは以下の光パルスを用いる MCTS, ODLTS 法により、MOVPE n-GaN の主トラッ

プとして正孔トラップ H1 (Ev+0.86~0.88 eV)を観測し、H1 は窒素置換炭素(CN)もしくは Ga空孔であること

を報告してきた[1,2]。前回、我々は異なる基板上の MOVPE n-GaNに対して禁制帯幅以下の異なる波長の

光パルスを用いる光 DLTS 測定を行い、H1 にはエネルギー準位が接近した複数のトラップが含まれてい

ることを報告した[3]。今回、炭素濃度を変化させた試料に対して、光 DLTS 測定を行なったので報告する。 

【実験方法】 

試料には GaN 基板上に MOVPE 成長させた n-GaN を用いた。炭素濃度は 3.6~8.5x1015 cm-3 である。オ

ーミック電極として Ti/Al/Ni/Au、ショットキー電極として Ni/Au を用い、縦型ダイオードを作製した。M

CTS 測定は禁制帯幅以上の光源として波長 355 nmの LED を用いて行い、光 DLTS 測定は波長範囲 390~4

80 nmの LED を用いて行った。 

【実験結果】 

Fig. 1 に、炭素濃度 8.5x1015 cm-3試料に対する 300K一定温度での波長 460, 430, 425 nm光 DLTS 信号

を示す。光パルスの波長を短くするすると共に、ピーク値の増加と低時定数側へのシフトがみられる。波

長 460 nm 光 DLTS 信号は、時定数 43 秒の単一スペクトラム(H1a)である。波長 430 nm 光 DLTS 信号は、

 Fig. 2 に示すように H1aと時定数 35秒のスペクトラム(H1b)からなる。波長 425 nm光 DLTS 信号は、Fig.

 3 に示すように、H1a, H1bに加え時定数 27秒(H1c)のスペクトラムで合成できることがわかった。 

【まとめ】MCTS測定で観測される H1トラップには、３つのトラップ H1a, H1b, H1cが含まれることがわ

かった。炭素関連のトラップは CN であることが炭素濃度を変化させた試料の測定から判明しているが、

詳細については当日発表する。 
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